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１．概要（Summary） 
半導体基板上に層状に成長した 2 次元構造において、

その層間に原子や分子を挿入することにより超伝導が誘

起されることが報告され、近年注目を集めている。本研究

では半導体シリコンカーバイド（SiC）を基板として用い、

層間への原子挿入による超伝導が期待される2次元層状

物質のグラフェンと青リンの物性を調べるため、それらの

成長を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
ブレードダイサー、ステルスダイサー 

【実験方法】 
SiC基板上に2次元構造を成長させるにあたって、SiC

ウエハーを 2 mm 幅に切断する必要があり、その際に上

記 2 種のダイサーを用いた。SiC ウエハーの厚みが 0.25 
mm 以下の場合は、ステルスダイサーを用いて表面に深

さ数 10 µm 程度の溝を作ったのち、適度な力を加えて劈

開することでウエハーをカットした。一方、0.25 mm 以上

の厚みのものは劈開が困難なため、ブレードダイサーを

用いて SiC ウエハーの表面から裏面に到達するまでブレ

ードでカットした。 
カットされた SiC 基板を所属研究室の超高真空チャン

バー内に導入し、分子線エピタキシー法を用いて、グラフ

ェンと青リンの試料作製をそれぞれ適切な条件で行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に作製されたグラフェン試料の RHEED（反射

高速電子回折）像を示す。層間に挿入する前の状態のグ

ラフェンのパターンは Fig. 1 (a)のようになっている。グラ

フェンの層間にカルシウム（Ca）原子が挿入されると、挿

入された Ca 原子の持つ周期構造を反映し、新たな回折

スポットが現れる（Fig. 1 (b)）。試料作製過程の RHEED
像の観測結果から、Ca 挿入グラフェンの正確な積層構造

の特定に成功した。 
また青リンについても、まず下地となる金薄膜が SiC 基

板上に成膜され、次いで金薄膜上に青リンが成長する過

程における表面構造の変化が、RHEED 観測により明ら

かになった。本研究は、SiC 基板上に青リンを実現させた

初の報告例である。 
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Fig. 1 RHEED pattern of (a) pristine graphene 
and (b) Ca-intercalated graphene. New spots 
originating from intercalated Ca atoms are shown 
by white arrows. 


